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１．概要（Summary） 

リソグラフィの露光源には電離放射線の一種である極

端紫外線（Extreme Ultra Violet; EUV）[1-2]が試験的

に利用されつつあり、それに見合ったレジスト材料の開発

が要求されている。そこで新規な極端紫外線レジスト材料

の開発を目指し、固定された空孔を有した籠型構造から

なる極端紫外線レジスト材料の開発を行った。感度評価

を行ったところ、良好な感度を示すことが判明し、微細パ

ターンを描けることが期待された[3]。極端紫外線(EUV)

露光用レジスト材料としての性能評価には、電子線(EB)

描画装置によるパタンニング性能を明らかにすることは重

要である。今回、関西大学と大阪大学産業科学研究所の

共同研究として、関西大学で合成したレジスト材料を、大

阪大学産業科学研究所の設備を利用し、EBレジストパタ

ンニングの評価、検討を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

超高精細電子ビームリソグラフィー装置 

【実験方法】 

HMDS処理を施した1 cm×1 cmのシリコンウエハ上に

レジスト材料[BCA[4]-DBH]と光酸発生剤の約 40 nmの

薄膜を調整した。L&S = 50 nmになるようにパターン幅

を調整し 125 keVに加速した電子線を照射し、描画を行

った。描画後、110 °Cで 30秒間加熱(PEB)を行い、アル

カリ現像液に 30 秒間浸漬し、脱イオン水で 15 秒洗浄し

た。パターンの確認は SEMを用いて確認した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 電子線描画後のシリコンウエハの写真をFig. 1に示す。

その結果、潜像らしきものは確認できたが、鮮明なパター

ンを得ることはできなかった。今後の描画では PEB の条

件を最適化するとともに、クエンチャーを添加した場合の

パターニングを測定する予定である。 
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Fig. 1 SEM images after electron beam 

irradiation (L&S = 50 nm) 


